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Studies on materials, plasma etchings and properties of high T% embedded layers, 

shifter only layers, extreme uv reflective mask's absorbers and buffers 
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一、 中文摘要 

申請三年計畫，因僅核定第一年計畫，故僅執行

第一年計畫。本計畫探討193奈米微影嵌附式減光型相

移圖罩之高透射率(>30%)嵌附層，其材料、光學、物性、

化性、電漿蝕刻等性質，並應用於嵌附式減光型相移圖

罩。 
 
英文摘要 
Studies on optical, physical, chemical and plasma 

etching properties of high transmittance embedded layer 
(T>30 %) and its application on the embedded attenuated 
PSM (EAPSM). 

 

  



 

  



 
  

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


